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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(3) Halbleiter-Speicherzellenanordnung und entsprechendes Herstellungsverfahren 

(§7) Die vorlicgcndc Erfindung schafft cine Halblcitcr Spci 
cherzellenanordnung mit einer Mehrzahl von matrixfor- 
mig auf einem Substrat (10) angeordneten und durch ent- 
sprechende Wort- und Bitleitungen verschalteten Spei- 
cherzellen (100, 101, 102; lOOa-c, 101 a-c, 102a-c), insbe- 
sondere von Flash-EEPROM-Speicherzellen, wobei die 
Speicherzellen (100, 101, 102; lOOa-c, 101a-c, 102a-c) je 
weils eine gategesteuertes Halbleiterbauelement aufwei- 
sen, dessen erster HauptanschluB an eine jeweilige erste 
BitJeitung (95; 95a-c) angeschlossen, dessen zweiter 
HauptanschluR vorzugsweise an ein jeweiliges Referenz- 
potentiai angeschlossen ist und dessen Gateanschluft an 
eine jeweilige Wortleitung (90; 90a-d) angeschlossen ist. 
Das gategesteuerte Halbleiterbauelement ist uber seinen 
Kanalbcrcich (45) an oinc jeweilige zweite Bitleitung (30; 
i 30a-c) angeschlossen. Dadurch ist es moglich, eine einzel- 
, ne Speicherzelle beim Auslesen durch die eine und beim 
• Programmieren durch die andere Bitleitung anzusteuern 
und diesbezuglich beide Gruppen von Bitleitungen unab- 
hangig voneinander zu optimieren. 
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Bcschrcibung 

Die vorlicgcndc lirfindung bclrilTl cine Ilalhlcilcr-Spci- 
chcr/cllcnanordnung mil ciner Mchrzahl von mairixlormig 
auf cincni Substrai angcordnetcn und durch cnlsprcchcndc > 
Wort- und Billciiungcn vcrschahcicn Spcichcr/cllcn. insbc- 
sondcrc von Flash-Hlil'ROM-Spcichcr/cllcn. wobci die 
Spcichcr/cllcn jeweils ein gatc-gcsieucrtes llalbleitcrbau- 
clemcni aufweiscn. dessen crsicr HauptanschiuB an cine jc- 
weiligc erstc Billcitung angeschlosscn, dessen /wciier 10 
HauptanschiuB vorzugsweisc an ein jcwciliges Refcren/po- 
leniial angeschlossscn isl und dessen GaicanschluB an cine 
jewcilige Wortlciiung angeschlossen isl. Die vorlicgcndc 
Krfindung bet riff i eben falls ein entsprechendes Hcrstcl- 
lungsvcrfahrcn. IS 

Obwohl prin/.ipiell auf bclichigc Ualblciicr-Spcichcnscl- 
lenanordnungen anwendbar, werden die vorlicgcndc lirhn- 
dung sowie die ihr /.ugrundcliegcndc Problcnialik in be/.ug 
auf Flash-IIHPROM-Spcicherzellenanordnung in Silizium- 
tcchnologic crlautert. 20 

Allgcmcin isl cin RIiPROM (electrically erasable pro- 
grammable read only memory) ein program n lie rbarcr Fest- 
wertspeichcr, dcr sich clcktrisch loschcn laBl. Flash-iiE- 
PROMs sind zwar wic die EHPROMs clckirisch loschbar, 
ikieh nichi bylewcise, sonde rn nur block wcisc. 25 

Halhlciter-Spcichcrzcllenanordnungen erfordcrn cine 
Hinzelanstcuerung der Spcicherzclien zumindest fur den 
Auslese- und Programmicrbeiricb. Dies wird in dcr Praxis 
ubliehcrweisc durch cine malrixfomrigc Anordnung von 
senkrcchl zucinander vcrlaufcnden Lcilcrbahnen rcalisierl, 30 
wclchc in Form von Zcilcn und Spaltcn vcrschaliei sind. 
Ubliehcrweisc werden die Zeilenverbindungen als Wortlei- 
luugen und die Spallenverbinduiigen als Billciluiigcn bc- 
/.eichnct. 

Das Auslcsen dcr Dalcn von den Spcichcr/cllcn oder das *5 
Programmicren bzw. Schrcibcn von Dalcn in die Speichcr- 
zcllcn wird durch die Aktivicrung gceignctcr Wortlciiungcn 
und Bitlciiungcn bcwerkslclligt 

tJblichcrweisc cnthall cine Flash-EEPROM-Speichcr- 
zcllc einen FclderTekt transistor. Dcr Transistor cnthall zwei m 
Diffusionsbcrciche, wclchc durch cinen Kanal gctrennl sind, 
oberhalb dessen cin Gale angeordnel ist. Abhangig von der 
Richiung des Slromflusses hezeichnei man den einen DitYu- 
sionsbcrcich als Drain und den andcrcn als Source. Die Be- 
zeichnungen "Drain" und "Source" werden hicr hinsichtlich 45 
dcr Diffusionsbcrcichc gcgenscitig auslauschbar verwcndel. 
Die Gales sind mil cincr Wortlcilung verbunden, und ciner 
dcr DitVusionsbcreiche isl mil ciner Billcitung verbunden, 
wahrend der anderc Diffusionsbcrcich ubliehcrweisc mil ei- 
neiti Rcferenzpotential verbunden isl. so 

Das Anlegen ciner geeigncicn Spannung an das Gale 
schaltci den Transistor in Abhangigkcit von seinem Pro- 
grammier/usiand ein und eniioglichl ggfs. einen SlromfluB 
/wischen den Diffusionsbercichcn durch den Kanal, urn so 
cine Verhindung /wischen dcr Billciiung und dem Kclcrcn/- 55 
poicniial zu bilden. Das Ausschaltcn des Transistors ircnni 
diese Verhindung, indent der SironifluB durch den Kanal un- 
lerbrochen wird. 

Das Prograniniicrcn seibsl erfolgi durch Spcichcrn von 
Ladungcn durch cinen Tunnclslrom (/.. B. Fowler-Nord- ft) 
heim-Prinzip) oberhalb des Kanals. so daB die Sell we I Is pa n- 
nung tics Transistors verschoben wird. 

Die dcr vorliegcndcn Mrlindung /ugrundcliegcndc 1*ro- 
hicmalik bestehi allgemein darin, daB die Billciiungcn Ubli- 
ehcrweisc als Metal I barmen ausgcfiihn werden und zur An- 65 
sicucrung der Spcicherzclien sowohl hcim Ix-scn als audi 
hcim Programmicren eingesctzt werden. Die heiden Be- 
iriebsarien Programmicren un<1 Auslcsen crfolgen jedoch 
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bci schr unicrschicdlichcn Bctriebsbedingungcn und brin- 
gen dahcr untcrschicdlichc lechnischc Anforderungcn u. a. 
hinsichtlich I^ccksiromcn, Satiigungsslromcn, Dcgradati- 
onsfestigkeit etc. mil sich. 

Als nachtcilhaft hcim obigen bckannlcn Ansatz hat sich 
die Taisache hcrausgcslelll, daB stc4s ein KonipromiB /wi- 
schen optimalein Auslesevcrhallcn und optinialcm Pro- 
grammicrvcrhallcn gclundcn werden niuB. 

Insbesondcre treten hcim ublichen Progratiimieren ver- 
haltnismaBig hohc Spannungcn am Drainbercieh auf, wcl- 
chc zu unerwunschicn Fcldubcriiohungen fuhren, die wic- 
derum dasGaieoxid schadigen konnen. 

Dahcr isl cs Aufgabe dcr vorliegcndcn lirfindung, cine 
vcrbesscrte Halblciicr-Speichcr/.cllcnanordnung zu schal- 
len, bci dcr das Progranmiiervcrhalten unabhangig vom 
Auslesevcrhallcn opiimierbar isl. 

F2rfindungsgcmaB wird dicse Aufgabe durch die in An- 
spruch 1 angegebene Halblcilcr-Spcicherzcllenanordnung 
und durch das cntspreehendc Hcrstellungsverfahren naeh 
Anspruch 7 gelosl. 

Die der vorliegcndcn lirhndung /ugrundcliegcndc Idee 
bcsichl darin, daB cine zweite Billciiung nichi uber den 
HaupianschluB des gatc-gcsteuericn Halbleiterbauelemcnis 
gefuhrt ist, sondcrn uber den Kanalbcrcich bzw. ubcr das 
Bauclementsubsiral. 

Die crfindungsgcmaBe Ilalbleitcr-Spcicherzcilcnanord- 
nung wcisl gegenuber den bckannlcn Losungsansaizcn den 
Vorteil auf, daB es moglich ist. cine cinzclne Spcicherzclle 
bcini Programmicren ini wcscntlichen durch die zweile, zu- 
sal/lichc Billciiung und hcim Lesen im wcscntlichen durch 
die erstc, bekannlc Billciiung anzustcucrn. Dadurch lasscn 
sich die Leckstromc bcini Programmicren und Lcscn mini- 
mieren. 

Dadurch, daB die zweite Billciiung uber den Kanalbc- 
rcich gefuhrt ist, slehl cine groBc Tunnclsirom-Querschnitls- 
flachc zur Verfugung, und soniil werden die Fcldubcrhohun- 
gen am Drain hcim Programmicren vcrmicden. Demzufolgc 
crhalt man cine gcringc Oxidschadigung b/w. cine hohc Zu- 
verlassigkcii und I^cbcnsdaucr (erforderlich fur sircnge An- 
forderungcn hinsichtlich dcr zu erwartenden Speichcrzy- 
klcn). 

In den Unteransprtichen finden sich vorieilhafic Vveitcr- 
bildungen und Verbcsserungcn der in Anspmch I angegebe- 
nen Halblcitcr-Spcicher/ellenanordnung. 

CicmaB cincr bcvor/ugicn Wciicrbildung sind die Spei- 
cher/ellen uber die jewcilige erstc Billcitung auslcsbar und 
uber die jewcilige zwcilc Bitlcilung program nticrbar. Dies 
hat den Voneil, daB bcidc Billciiungcn vollkommcn unab- 
hangig voncinandcr opiimierbar sind. 

GemaB cincr wcitercn bevorzuglen Wciicrbildung wets! 
das Subslrai einc Mchrzah! von in ciner erslen Richiung im 
wcscntlichen parallel zueinandcr vcrlaufcnden Isolations- 
graben und dazwischcnliegcndcn Sicgen auf, auf denen die 
Speichcr/cllen angeordnel sind, wobci die crslcn Billciiun- 
gcn ubcr den Slegcn verlaufcn und die zweiten Billciiungcn 
in den Slegcn verlaufcn. Dies hat den Voneil, dati die zwci- 
len Billciiungcn ohnc Pialzverlusl in den Slegcn inicgricrt 
sind und die crslcn Billciiungcn wic die bckannlcn Billci- 
iungcn als Mclallslrcifcn ausbildbar sind. 

GemaB ciner bevorzuglen Wciterbildung wcisen das Sub- 
slrai cinen crslcn Leiiungsiyp, die zweiten Billciiungcn ei- 
nen zweiten I^itungstyp. die HaupianschlLissc der gaie-gc- 
sicuencn Ilalbleiicrbauclemcnie den crslcn Ix'iiungsiyp und 
dcr Kanalbcrcich den zwciicn I^ciiungsiyp auf. 

GemaB cincr bevorzuglen Wciicrbildung bilden die Ka- 
nalbcreichc und <lic zweile Billciiung in cinem jcwciligcn 
Sleg cinen zusammenhangenden l>oiierungsbcrcich. Bci 
Vcrwendung von Isolalionsgraben (S'TI-CJraben) hinrci- 
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chcndcr Ticfc. wclchc an die Dotierprofile angcpaBi isi, 
koiiiim dicsc Billcilungs-Doppelstruklur sogar ohnc Hinbu- 
Bcn in dcr Chipflachc aus. 

denial* eincr hcvorzuglcn Wcilcrbildung isi in eineni je- 
wciligen Slcg ein Aufdolierungsbcreieh des /.we i ten Lci- 
lungstyps /uni AnschluB dcr bcirclfendcn /.wcilcn Billei- 
iung vorgeschen. Dies span ein Koniaktloch pro Speicher- 
/.clle. 

Ausfuhrungshcispiclc der Hrlindung sind in den Xcich- 
nungen dargcsielll und in der nachfolgendcn Bcschrcibung 
nahcr erlautcn. 

In den Figuren zcigen: 

Fig. 1 cine schcmalischc Darsicllung ciner Ausluhrungs- 
fonu dcr erfindungsgcmaBcn Halblciter-Spcicherzcllenan- 
ordnung: 

Fig. 2 einen Slronilaufplan der Ausfuhrungsform der er- 
findungsgcmaBcn IIalblcitcr-Spciehcr/.cllcnanordnung nach 
Fig. 1 ; und 

Fig. 3 die an ein cinzelncs I lalbleiter-Spcichcre lenient der 
Ausfuhrungsform der erfindungsgcmaBcn Ilalblciter-Spci- 
cher/ellenanordnung nach Fig. 1 bcini Loschcn (Fig- 3a). 
bcim Prograinniicrcn (Fig. 3b) und bcim Auslesen (Fig. 3c) 
anzulcgcndcn Spannungcn. 

In den Figuren bczeichncn gleiche Bezugszcichcn gleiche 
oder funkiiorisglciche Beslandicilc. 

Fig. 1 isi cine schcniaiischc Darsicllung eincr Ausfuh- 
rungsform dcr erfindungsgcmaBcn Ilalhleiler-Spcicherze!- 
lenanordnung. 

In Fig, 1 bc/cichnen 10 cin n-IIalblcitersubsiral. 20 Isola- 
lionsgraben in STI-Tcchnologic (STI = Shallow Trench Iso- 
lation), 30 p-Dolicrungsgcbicte in den Stegen als zweitc Bit- 
leilungcn, 40 n'-Draingebieie, 50 n 4 -Sourccgebicie, 45 Ka- 
nalgebicle, 60 p^-Aufdotierungsgcbiete, 70 einen Koutaki- 
bcrcich zu 60, K0 schwebendc Gaiestrukturen, 90 cine Wort- 
lcitung und 100. 101, 102 Spcichcrzcllcn inii cincm jewcili- 
gen Feldcffcktlransislor mil Floaiing-Gatestruklur. Die cr- 
sicn Bitlcilungcn sind in Fig. 1 nichl gezcigt und vcrlaulen 
parallel zu den Isolationsgrabcn obcrhalb dcr Siege . 

Die in Fig. 1 gczciglc Ilalblcitcr-Spcichcrzcllcnanord- 
nung mil dcr Mehrzahl von matrixlbnnig auf dem Subsirai 
10 angcordnclcn und durch entsprechende Wort- und Biilci- 
tungen vcrschallclcn Flash-UIiPROM- Spcichcrzcllcn 100, 
101 , 102 bedieni sich dcr in den Slcgcn vergrahenen /wcilcn 
Billcilungcn 30 /.uni Prograinniicrcn dcr Spcicherze lien und 
der (nichl gczeiglen) crsten ublichcn Melallstrcifen-Billci- 
lungen /urn Lcsen dcr Spcichcrzcllcn. 

Der jewciligc l ; cldelTckllrdnsisior mil Hoaiing-Gaic- 
Slruklur hai scincn ersicn IlaupianschluB (Drain) an cine je- 
wciligc ersie Billeiiung angesehlosscn, seine n /.we i ten 
IlauptanschluB (Source) an Massepoieniial angcschlosssen 
und scincn GalennschluK an cine jewciligc Wonlciuing 90 
angesehlosscn. 

Wichtig ist. daB der jewciligc FcldclTckllninsislor iiber 
scincn Kanalbercich 45 an die jewciligc zweile Billeiiung 
30 angesehlosscn ist, also untcrhalb dcr Galcoxidencne, wo- 
durch dasGaicoxid vorden bcim Progranmiieren auftreien- 
den hohen Spannungcn gcsehul/.i isi. Die Kanalbcreiehe 45 
und die zwciic Billeiiung 30 in eineni jewciligen Si eg bilden 
dabei einen zusanmtcnhangcnden p-Dolierungshereich. In 
dem jewciligen Slcg isi am oberen Mndc von Fin. I der Auf- 
dolicrungshcrcich 60 des /.wcilcn l>eiiungslyps p + /.uni An- 
schluB der bclrelVenden /.wcilcn Billeiiung 30 vorgeschen. 

Ini lolgenden wird das Verlahren zur Ilerslellung eincr 
deranigen Ilalbleiter-Spcichcrzcllcnanordnung nahcr crliiu- 
lert. 

/.unachsl crlblgl das Bcreilstellen des Subsirats 10 mil 
dem ersien Leiiungslyp n. Mil llille von den ini wesen I li- 
chen parallclen STMsolalionsgrabcn20 in der Subsiralohcr- 



flachc mil lypischcrwcisc 6(X)nm 'lielc werden sircifenfor- 
inigc bzw. stcgfbmiigc akiive Ciebiele gcschatTcn. wclchc 
spatcr durch Ox id in den Isolationsgrabcn voncinandcr iso- 
licri werden. 

5 Dann crlblgl das Bilden von cincm jewciligen Dotic- 
rungsgebiel 30 mil dem zweilen Leilungsivp p in den Slc- 
gcn. wobei die Doiierungsgcbietc 30 nichl mileinander vcr- 
bunden sind. Im gczeiglen i all ist der unicre Bcreich dcr 
Siege noeh n-doiiert. Doch konnen sich die Doticrungsgc- 

10 bielc 30 auch ins Subsirai 10 nach unlcn wcilcr forisctzcn. 
so I an ge sic nicht gegenscitig verbunden sind. 

Darauf crlblgl das Bilden von den n *- Drain/Sou rcc-Do- 
licrungsbcrcichcn 40, 50 der J : e Ide ffe kit ran si si ore n auf den 
Slcgcn. Da/.u sci crwahnl, daB es andcrc ProzcB variant en 

'5 gihl, bei dencn die Source/Drain-Doiicrung crsl s paler im 
ProzcB vorzugsweise sclbsl jusiicrcnd ausgcfuhrl wird. 

Die ersien Bitlcilungcn 95 werden in bekannter Wcisc als 
Melallsireifcn iiber den Slcgcn gcbildci und angesehlosscn, 
und die zweilen Billcilungcn 30 werden iiber die Konlaktc 

20 70 angesehlosscn. Auch das Bilden dcr Wort lei lungen 90 
iiber den Slcgcn. die mil jewciligen Float ing-Gaie-Bcrci- 
chen 80 verbunden sind, geschichl in an sich bckannicr An 
und Wcisc. 

Fig. 2 zcigl cincn Slromlaufplan der Ausfuhrungsform 
25 dcr crfmdungsgeiuaBcn Halblciier-Speicherzcllcnanord- 
nung nach Fig. 1 . 

In Fig. 2 bezeichncn zusalzlich zu den bcrciis cingefuhr- 
len Bezugszcichcn 90a c Wort lei tungen. 95a-c crste Bitlci- 
lungcn. 302c zweile Billcilungcn. lOOa-c sowic 101a c so- 
:w wie 102a c Spcichcrzcllcn mil FcldclTckllransistor mil 
sch we bender Gatcstruktur. 

Zum Auslesen ciner bcstimmicn Spcichcrzclle wird nur 
die crste der jewciligen heiden Billcilungcn aktivicrl und 
zum Programmiercn nur die zweile dcr jewciligen beiden 
Bi I lei tungen. Die p-Dotierung in den Slcgcn dicnl bcim Ijc- 
scn als WannenanschluB und bcim Schrciben bzw. Ixxschcn 
als aktivc Billeiiung, die auf cin cntsprcchcndcs Potential 
gclcgi wird. 

Fig. 3 zcigl die an cin einzcincs Halbleiter-Spcicherclc- 
40 meni der Ausfuhrungsform dcr erfindungsgcmaBcn ITalblci- 
icr-Spcichcrzellenanordnung nach Fig. 1 bcim Ixxschcn 
(Fig. 3 a), bcim Programmiercn (Fig. 3b) und bei in Auslesen 
(Fig. 3c) an/.ulcgendcn Spannungcn. 

In Fig. 3a c bczeichnet zusalzlich zu den bcrciis cingc- 
45 luhrtcn Bezugszcichcn 95 cine jewciligc crste Billeiiung. 

GcmaB Fig. 3a) licgl bcim Ijoschen die ersie Billeiiung 95 
auf 0 V, die zweile Billeiiung 30 auf 0 V und die Wort lei- 
lung 90 auf \5 V. 

GcmaB Fig. 3b) licgl bcim Programmiercn die crste Bil- 
50 Icilung95 aut () V, die zweile Billeiiung 30 auf 5 V und die 
Wortleitung 90 auf +10 V. Dies vermcidcl die besagten 
l eldubcrhohungen am DrainansehluB. 

GcmaB Fig. 3c) licgl bcim Lcsen die ersie Billeiiung 95 
auf 1 V. die zwciic Billeiiung 30 auf 0 V und die Wortlci- 
55 lung 90 auf +2 V. 

Obwohl die vorhegende Hrlindung vorsiehend anhand bc- 
vor/.ugier A us fu h rung she is pic Ic beschricben wurdc. isi sic 
daraul* nichl bcsehranki, sondern auf vielfaltige Art und 
Wcisc niodilizierbar. 
<*) Insbesondcre ist die lirlindung nicht nur aul I-'lash-TUi- 
PKOM-Speiebcr/ellcn anwen<lbar, sondern auf jeglichc 
Hal b I ei l erspcic he rze lien mil cincm gate-gcsteuetlcn Tlalb- 
leilcrbauelcmcnt. 

Auch sind <iie im Ausfuhrungsbcispiel gewahlien Ix*i- 
^> lungsiypcn nur bei spiel hall und /.. B. durch den jewciligen 
komplcmeniuren IxMlungsiyp erseizbar 

Das Subsirai isi in allgemcincm Sinne zu verstchen. denn 
es kann u. a. ein Wafersubsiral sein txlcr cine Wanne in ci- 
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nciu Wafcrsuhsirat odcrcinc lipilaxicschichl aul'rinem Wa- 
ter sein. 

Auch die Potentiate y.um Lescn, Schrciben und Ii>sehen 
sind nur bcispielhafl gcwahll und von der konkrclcn TTalb- 
leiicrsr.ru klur abhangig. 5 

Palcnianspruchc 

1. TTaibleiicr-Sneichcr/.e!ienanordnunn mil eincr 
Mchr/ahl von mafrixlbrmig auf cinem Subslrai (10) io 
angcordncicn und durch cnisprechcnde Wort- und Bit- 
lcitungcn verschaltelcn Spcichcr/clKcn (100. 101. 102: 
lOOa-c, 101a c, 102a-c). insbesondcre von Flash-Bli- 
PROM-Spcichcrzcllcn, wobci die Spcichcr/ellcn (100. 
101. 102: 100a -c, lOla-c, 102a- c) jewcils cin galc-gc- 15 
sleucrtcs Ilaiblcilcrbauelcnicni aufweiscn. desscn cr- 
ster IlauptanschluB an cine jcwciligc ersie Billeilung 
(95; 95a c) angcschlosscn, dessen /.wcitcr Ilaupian- 
schluB vor/ugsweisc an ein jcweiliges Rcfcrcnzpoien- 
tial angcschlossscn isl und desscn GatcanschluB an 20 
cine jeweilige Wortleiiung (90; 90a -d) angcschlosscn 
isl; dadurch gekennzcichnct daB das gaic-gcsicucne 
Malblcilcrbauclcnieni ubcr seinen Kanalbcrcich (45) an 
cine jcwciligc /weile Biilcitung (30; 30a -c) angc- 
schlosscn isl . 25 

2. TTalblciter-Spcicher/.cllcnanordnung nach Anspruch 
1, dadurch gckenn/.cichnct. daB die Spcichcr/ellcn 
(100. 101. 102: 100a c, lOla^c. 102a c) ubcr die je- 
weilige crstc Biilcitung (95; 95a-c) auslcsbar und ubcr 
die jcwciligc zwcile Billeilung (30; 30a-c) program- 30 
micrbar sind. 

3. Halblciicr-Sncichcrzellenanordnung nach Anspruch 
1 oder 2, dadurch gckennzeichiiei, daB das Substrat 
(10) cine Mchr/ahl von in ciner ersten Richtung im wc- 
sentlichcn parallel /.ucinandcr veriaufenden Isolations- *5 
graben (20) und dazwischenliegenden Slegcn aufweist. 
aufdenen die Speichcrzellcn (100. 101, 102; 100a c. 
101a c, 102a-c) angcordnet sind. wobci die ersten Bit- 
leitungen (95; 95a -c) ubcr den Stegcn verlaufen und 
die zweilcn Bitlcitungcn (30; 30a-c) in den Stegcn vcr- 40 
laufen. 

4. Ilalblcitcr-Spcicherzcllcnanordnung nach Anspruch 

3. dadurch gckcnnzcichnet. dafi das Substrat (10) cinen 
ersten Lcitungstyp (n). die zweilcn Bitlcitungcn (30; 
30a c) cinen zweilcn Lcitungstyp (p). die ITaupian- 45 
schliissc der gategesteuertcn Ilalblcitcrbauclcmcnie 
den ersten Lcitungstyp (n+) und der Kanalbcrcich (45) 
den /.weitcn Lei lungs typ (p) aufweiscn. 

5. Ilalblcifcr-Spcichcrzcllcnanordnung nach Anspruch 

4. dadurch gckcnnzcichnet. daB die Kanalbcreiche (45) 50 
und die /.weile Billeilung (30; 30a c) in einem jeweili- 
gen Sieg cinen /usanmienhangenden Dolierungsbc- 
reich hi I den. 

6. ITalblciicr-Spcichcr/ellcnanordnung nach Anspruch 

5. dadurch gckcnn/cichnci, daB in einem jcweiligen 55 
Sieg cin Auldotierungsbcreich (60) des /.weitcn Iam- 
lungstyps (p*) /urn AnschluB der belrclVendcn /.weitcn 
Biilcitung (30; 30a e) vorgesehen ist. 

7. Vcrtahrcn zur llerslellung ciner Ilalblcilcr-Spci- 
chcr/.cllcnanordnung mil den Schrillcn: (*) 
Bereitsicllen eines Subslrals ( 10) mil einem ersten 
lungslyp (n); Bilden von im wesent lichen parallclen 
Isolalionsgraben (20) in der Subsiralohcrflache; 

Bilden von einem jcweiligen Doiicrungsgcbiei (30) mil 
einem zweilcn Lciiungstyp (p) in den Slegcn, wobci 65 
die Ootierungsgcbiete (30) nicht ntiicinandcr vcrbun- 
den sind: 

Bilden von Doiierungsbcrcichen (40; 50) von Spei- 



chcrzellcn (100. 101. 102; 100a c, 101a c. 102a cjauf 
den Slegcn, die jewcils cin gate-gcstcucries I lalblcitcr- 
baucicmeni aufweiscn, dessen Ilaupianschlussc die 
Doticrungshcrcichc (40; 50 1 sind; und 
Bilden von ersicn Bitlcitungcn (95: 95a c) ubcr den 
Slegcn, die mil jcweiligen ersten TTauplanschlussen 
(40) vcrbunden sind; 

Bilden von /weitcn Bitlcitungcn (30; 30a c), die mil 
einem jcweiligen Doiicrungsgcbiei (30) mil dem /.wei- 
tcn Lcitungstyp (p) in den Slegcn vcrbunden sind; und 
Bilden von Gatcbereichen (K0) und von Wonleiiungcn 
(90) ubcr den Slegcn. 



Hicrzu 2 Scilc(n) Zcichnungcn 
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Abstract 



The invention relates to a semiconductor storage cell arrangement having a plurality of storage cells 
(100, 101, 102; 100a-c, 101a-c, 102a-c), especially flash-EEPROM storage cells). Said storage cells are 
interconnected by corresponding word and bit lines and are arranged on a substrate (10) in a matrix- 
shaped manner. The storage cells (100, 101, 102; tOOa-c, 101a-c, 102a-c) each comprise a gate- 
controlled semiconductor component whose first main terminal is connected to a respective first bit line 
(95; 95a-c), whose second main terminal is preferably connected to a respective reference potential, and 
whose gate terminal is connected to a respective word line (90; 90a-d). The gate-controlled 
semiconductor component is connected to a respective second bit line (30; 30a-c) via a channel region 
(45). A doped region (60) of the second conduction type (p<+>) is provided in a respective segment for 
connecting said second bit line (30; 30a-c). As a result, one contact hole per memory cell is spared. 
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